ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ GaAs ПРИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКЕ 
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Наноразмерные структуры, полученные на основе полупроводниковых пленок, имеют перспективы при разработке новых многослойных МДП, ПДП структур, лазеров, оптоэлектронных приборов, барьерных слоев, электронно- и магнитозапоминающих устройств /1/. Нами ранее методами ионной имплантации в сочетании с отжигом в поверхностной области Si и GaAs получены нанокристаллы (НК) и нанопленки (НП) типа CoSi2, BaSi2, Ga0.5Na0.5As, Ga0.5Al0.5As и изучены их состав, электронная и кристаллическая структура /2, 3/. Настоящая работа посвящена изучению влияния бомбардировки ионами Ar+ при различных углах падения на электронную структуру поверхности GaAs. Бомбардировка проводилась ионами Ar+ с энергией E0 = 1 keV с вариацией дозы облучения D от 1014 до 1017 cm-2 при углах падения  от 0 до 80 относительно нормали к поверхности. Независимо от дозы ионов Ar+ ширина запрещенной зоны поверхностного слоя GaAs уменьшается. Уменьшение Eg зависит от угла падения  ионов Ar+. В частности, при D = 51015 см-2 в случае бомбардировки с  = 0 значение Eg составляет  0,75 эВ, а в случае  = 72 – Eg = 0,98 эВ.
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